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※概要（Summary）： 

 強磁性半導体の磁性の電界制御のために原子層堆

積(ALD)法装置でゲート絶縁膜 Al2O3の成膜を行った。

絶縁膜の参照試料として p-GaAs(001)基板の上に成

膜温度を 120℃、170℃それぞれの条件で成膜し、よ

り抵抗率の高い方の条件で電界制御用の試料を作成

した。その結果、成膜条件が 170℃で行った方の抵抗

率が高いことがわかった。 

 

※実験（Experimental）： 

【利用した主な装置】 

・原子層堆積(ALD)装置 

【実験方法】 

 p-GaAs 基板上に ALD 成膜装置にて Al(CH3)3ガス

と H2O ガスをパルス状に交互に照射することによっ

て参照用 Al2O3絶縁膜の成膜を行った。また成膜温度

の条件を 120℃と 170℃と分けて比較を行った。両方

の成長条件の評価として、それぞれ酸化膜に配線を施

し、電流-電圧特性を測定して絶縁性の評価、比較を

行った。 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

 図1はそれぞれの試料のリーク電流の電圧依存性の

グラフである。両方の Al2O3膜の電流-電圧特性から、

リーク電流はかなり抑えられており、絶縁性の良い酸

化膜が得られることができた。またリーク電流の電圧

依存性が共に線形を示しており、欠陥等を通じるホッ

ピングやトンネル伝導のような指数関数的な電気的

特性が見られないことからも、欠陥や不純物等といっ

た絶縁性を損なう要素も抑えられていることもわか

る。そして絶縁性の比較をすると、成膜温度 170℃で

成膜したAl2O3膜の方が抵抗率は高いことが分かった。 

 

図 1.成膜した Al2O3膜のリーク電流特性 

 

※その他・特記事項（Others）： 

 今回得られた条件を基に、強磁性半導体の電界による

磁性の制御用試料の作製と評価を行なっていきたい。 
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